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Abstract (en)
[origin: WO8707763A1] A method for fabricating a device, e.g., a semiconductor device, which includes the step of reacting at least two reactive
entities to form a metal-containing material (e.g. 130 and 140; 150) on a region or regions of a processed or unprocessed substrate. Inherent in the
method is the recognition that one of the reactive entities will often react with substrate material to produce previously unrecognized, and highly
undesirable, results, e.g., the almost complete erosion of previously fabricated device components. Thus, and in accordance with the inventive
method, any one of a variety of techniques is employed to reduce the reaction rate between the substrate material and the entity reacting with this
material, while avoiding a substantial reduction in the reaction rate between the two entities.

Abstract (fr)
Procédé pour fabriquer un dispositif, par exemple un dispositif à semiconducteur, dans lequel on fait réagir au moins deux substances réactives
afin de produire un matériau contenant du métal (par exemple 130 et 140; 150) dans une région ou des régions d'un substrat traité ou non traité. Le
procédé tient compte du fait que l'une des substances réactives réagira souvent avec un matériau du substrat pour donner des résultats inattendus
et très peu souhaitables, par exemple l'érosion presque totale d'éléments du dispositif qui ont déjà été réalisés. Par conséquent le procédé prévoit
l'utilisation de l'une quelconque d'un ensemble de techniques afin de réduire la vitesse de réaction entre le matériau du substrat et la substance qui
réagit avec celle-ci, tout en évitant une réduction substantielle de la vitesse de réaction entre les deux substances.
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